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【概要】 半導体デバイス作製においてコスト削減は大きな課題である。中でも薄膜作製プロセ

スは高い比率を占めている。Mist-CVD はスパッタリングやプラズマ CVD に比べて安全かつ低

コスト・低環境負荷といった利点がある。これは Mist-CVD が「霧状」にした溶液を大気中で反

応させ、薄膜を形成させる方法であり、真空を必要としないプロセスであることが理由である [1] 

[2]。今回は、TFT 作製に適した ITZO 作製条件と原子状酸素処理を用いた膜質改善が可能な酸素

化条件を検討した結果を報告する。 

【実験方法】 Mist-CVD を用いた ITZO 成膜時の基板温度を 250℃から 300℃までの範囲で変化

させ、ITZO 成膜に適した条件を検討した。またガス圧 5Pa,流量 6ccm かつ放射温度計を用いて

計測した Hot-Wire温度 600℃の条件で Hot-Wire CVD法を用いた原子状酸素処理による不純物除

去に適した処理時間の検討を行った。評価方法には可視紫外分光測定、XPS 測定から評価した。 

【結果および考察】 Fig.1 にバンドギャップと膜厚の変化を示す。Fig.1 より、基板温度が

270~280℃では ITZO が持つ 3.0eV 前後のバンドギャップを持ち、成膜レートも高いことがわか

る。Fig.2 に XPS 測定から得られた C 1sの結果を示す。Fig.2 より、原子状酸素処理を 10 分以上

行うことで膜中に存在する不純物であるカルボキシ基(R-COOH)が低減していることを確認した。

以上の条件を用いることで従来の TFT デバイスの性能向上を行うことができると考えられる。 
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Fig.2 C 1s dependence of atomic oxygen 

treatment time. 

Fig.1 Band gap dependence of substrate temperature. 
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